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	WYDZIAŁ Elektroniki 

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim Elementy elektroniczne 1

Nazwa w języku angielskim Electronic components 1

Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektronika

Stopień studiów i forma:
I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna*

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *
Kod przedmiotu

ETEK013
Grupa kursów                      TAK / NIE*


	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)
	30
	
	
	
	

	Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)
	90
	
	
	
	

	Forma zaliczenia
	zaliczenie na ocenę/

Egzamin
	Egzamin / zaliczenie na ocenę* 
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*

	Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
	
	
	
	
	

	Liczba punktów ECTS
	3
	
	
	
	

	w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom 

o charakterze praktycznym (P)
	
	
	
	
	

	w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu  (BK)
	3
	
	
	
	


	WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

K1EKA_W03, K1EKA_W06 




	CELE PRZEDMIOTU

C1. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu budowy, zasad działania i zastosowań półprzewodnikowych elementów elektronicznych.



*niepotrzebne skreślić

	PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Z zakresu wiedzy:
PEK_W01 – Potrafi opisać fizyczne podstawy półprzewodników oraz energetyczny model pasmowy

PEK_W02 – Potrafi objaśnić różnice między półprzewodnikiem samoistnym, niesamoistnym, jak również materiałem typu n i typu p

PEK_W03 – Potrafi scharakteryzować złącze typu p-n

PEK_W04 – Potrafi wymienić rodzaje diod półprzewodnikowych i ich zastosowania

PEK_W05 – Potrafi opisać budowę i zasadę działania bipolarnych tranzystorów złączowych oraz objaśnić model zastępczy hybryd pi i jego parametry

PEK_W06 – Potrafi opisać budowę i zasadę działania polowych tranzystorów złączowych oraz objaśnić model zastępczy oraz jego parametry

PEK_W07 – Potrafi wytłumaczyć budowę i charakterystyki tranzystora jednozłączowego oraz programowalnego tranzystora jednozłączowego

PEK_W08 – Potrafi opisać rodzaje, budowę, zasadę działania i charakterystyki tyrystorów

PEK_W09 – Potrafi wytłumaczyć model zastępczy dwutranzystorowy tyrystora oraz potrafi zaproponować przykłady zastosowań tyrystorów.

PEK_W10 – Potrafi opisać budowę, zasadę działania, charakterystyki oraz wskazać przykłady zastosowań triaka i diaka

PEK_W11 – Potrafi objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu optoelektroniki

PEK_W12 – Potrafi wytłumaczyć zasadę działania diody LED, scharakteryzować i rozpoznawać poszczególne typy fotoemiterów

PEK_W13 – Potrafi objaśnić zasady działania fotorezystorów a także opisać ich parametry i charakterystyki

PEK_W14 – Potrafi scharakteryzować rodzaje ogniw fotoelektrycznych a także opisać ich parametry i charakterystyki

PEK_W15 – Potrafi wytłumaczyć zasady działania fotodiody i fototranzystora a także objaśnić ich budowę podstawowe parametry i charakterystyki

PEK_W16 – Potrafi rozróżnić typy fotodetektorów i ogniw fotowoltaicznych i zaproponować przykłady ich zastosowań




	TREŚCI PROGRAMOWE

	Forma zajęć - wykład
	Liczba godzin 

	Wy1
	Fizyczne podstawy półprzewodników, energetyczny model pasmowy
	2

	Wy2
	Półprzewodnik samoistny, niesamoistny, materiały typu n i typu p
	2

	Wy3
	Złącze p-n. Struktura fizyczna złącza. Polaryzacja złącza. Praca statyczna – charakterystyka prądowo napięciowa; kierunek przewodzenia i zaporowy. 
	2

	Wy4
	Rodzaje diod półprzewodnikowych i ich zastosowanie – diody prostownicze, uniwersalne, mikrofalowe, Zenera, Schottky’ego.
	2

	Wy5
	Podział diod półprzewodnikowych ze względu na i ich zastosowanie – diody prostownicze, uniwersalne, mikrofalowe. Parametry dopuszczalne i charakterystyczne.
	2

	Wy6
	Tranzystory bipolarne. Budowa i zasada działania tranzystorów n-p-n i p-n-p zasady polaryzacji. Konfiguracja OB, OE, OC. Współczynnik wzmocnienia prądowego. Charakterystyki i parametry – ograniczenia zakresu pracy.
	2

	Wy7
	Bipolarne tranzystory złączowe – analiza graficzna, model zastępczy hybryd pi, rezystancja wejściowa, częstotliwości graniczne, wpływ temperatury na pracę i parametry tranzystora.
	2

	Wy8
	Tranzystory polowe złączowe JFET – podstawowe konstrukcje, charakterystyki, parametry, praca statyczna, praca dynamiczna z małymi sygnałami, charakterystyki częstotliwościowe.
	2

	Wy9
	Tranzystory polowe z izolowaną bramką MOSFET – budowa, rodzaje, charakterystyki, parametry
	2

	Wy10
	Tranzystor jednozłączowy – budowa, charakterystyki, programowalny tranzystor jednozłączowy
	2

	Wy11
	Tyrystor – budowa, rodzaje, zasada działania, charakterystyki, model zastępczy dwutranzystorowy, przykłady zastosowań – sterowanie mocy
	2

	Wy12
	Triak, Diak – budowa, zasada działania, charakterystyki, przykład zastosowań
	2

	Wy13
	Optoelektronika – podstawowe pojęcia; diody LED, fotorezystory, ogniwa fotowoltaiczne – budowa, zasada działania, charakterystyki, parametry
	2

	Wy14
	Fotodiody, fototranzystor – budowa, zasada działania, charakterystyki, parametry, przykłady zastosowań
	2

	Wy15
	Ogniwa fotowoltaiczne – aplikacje praktyczne. Repetytorium
	2

	
	Suma godzin
	30


	 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

	1.Wykład tradycyjny z użyciem multimediów

2.Wirtualne przykłady symulacyjne

3. Praca własna, studia literaturowe i przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego


OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

	Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)
	Numer efektu kształcenia
	Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

	F1
	PEK_W1÷PEK_W16
	Kolokwium zaliczeniowe

	P=F1


	LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

	literatura PODSTAWOWA:

[1]  Marcianiak W., Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, Warszawa 1987

[2]  Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, WkiŁ, Warszawa 2003

[3]  Hennel J., Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, Warszawa 2003

[4]  Klugmann-Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Legionowo 2010

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

[5]  Tietze U. Schenk C., Układy półprzewodnikowe, WNT, Wartszawa 1996

[6]  Mishra U.K, Singh J., Semiconductor Device Physics and Design, Springer-Verlag, Dordrecht 2008

	OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

	prof. Janusz Mroczka ; janusz.mroczka@pwr.wroc.pl


MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU 
Elementy Elektroniczne 1

Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Elektronika

	Przedmiotowy efekt kształcenia
	Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)
	Cele przedmiotu**
	Treści programowe**
	Numer narzędzia dydaktycznego**

	PEK_W01 
	K1EKA_W26
	C1
	Wy1
	1,3

	PEK_W02
	K1EKA_W26
	C1
	Wy2
	1,3

	PEK_W03
	K1EKA_W26
	C1
	Wy3
	1,3

	PEK_W04
	K1EKA_W26
	C1
	Wy4
	1,2

	PEK_W05
	K1EKA_W26
	C1
	Wy5
	1,2,3

	PEK_W06
	K1EKA_W26
	C1
	Wy6
	1,3

	PEK_W07
	K1EKA_W26
	C1
	Wy7
	1,3

	PEK_W08
	K1EKA_W26
	C1
	Wy8
	1,2,3

	PEK_W09
	K1EKA_W26
	C1
	Wy9
	1,3

	PEK_W10
	K1EKA_W26
	C1
	Wy10
	1,2,3

	PEK_W11
	K1EKA_W26
	C1
	Wy11
	1,3

	PEK_W12
	K1EKA_W26
	C1
	Wy12
	1,2,3

	PEK_W13
	K1EKA_W26
	C1
	Wy13
	1,2,3

	PEK_W14
	K1EKA_W26
	C1
	Wy14
	1,3

	PEK_W15
	K1EKA_W26
	C1
	Wy15
	1,3

	PEK_W16
	K1EKA_W26
	C1
	Wy15
	1,3


** - z tabeli powyżej


